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論文内容の要旨
本論文は，酸化物半導体Pb 2 Cr0 5 を用いた横型構造光電変換デバイスの作製と応用に関する研究の成
果をまとめたもので， 6 章から構成されている。
第 1 章では，半導体を用いた光電変換デバイス花関する乙れまでの研究について述べ，本研究の目的と
意義を明らかにしている。
第 2 章では，従来誘電体材料と見なされてきた Pb 2 Cr0 5 と金属の接触部がショットキーバリアを形成
し，光導電効果が生ずる事を明らかにしている。
第 3 章では，電子ビーム蒸着法を用いて，結晶性及び配向性が優れた Pb2Cr05 薄膜が得られる事を明
らかにし，乙れにより優れた特性の光電変換素子が実現できる事を示している。
第 4 章では， Pb2Cr05 を用いたデバイスの工学的応用の具体例として，光位置センサの構成方法とそ
の特性を検討し高速で，しかも高分解能な光位置センサが実現できる事を示している。
第 5 章では， Pb2Cr05 横型構造光電変換デバイスの，横型であるという特徴を積極的に活かして，紫
外線センサ，光センサアレイ，密着型ラインイメージセンサが可能であるかど、うかを検討の上，デバイス
を試作し，実際に高感度で動作する事を実証している。
第 6 章では，本研究で得られた結果を要約し，本論文の結論を述べているD
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論文審査‘の結果の要旨
光電変換デバイスは，光センサ等として，光エレクトロニクスの中で極めて重要な位置を占めるが，使
用する光の波長範囲，使用条件が多用であるので，目的に適合する特性を有するものを実現する事が重要
である。
本論文では Pb2Cr05 を用いて，紫外，可視域lと感度を有する優れた光電変換デバイスが実現でき，様
々な応用が可能である事を見い出し，それを実証しており，得られた成果を要約すると次の通りであるo
(1) 従来誘電体としてみなされてきた Pb2Cr05磁器と蒸着金属との接触部の解析により，一種のショッ
トキーバリアが形成される乙とを明らかにし，素子としてのインピーダンス解析を行っている。
(2) 結晶性ならびに配向性が優れた Pb2 Cr0 5 薄膜を，電子ビーム蒸着法を用いて作製する方法を検討し，
蒸着条件の最適化を図る事によって，結晶性の良い半絶縁性 (310) 配向薄膜を得ている。更に，ラマ
ン散乱， x線回折等の分析データから，乙の配向性が現れるモデルを示している。
(3) 乙の蒸着配向薄膜を用いて，比較的応答速度の早い，低暗電流特性を有する横型構造光電変換素子を
実現している。
(4) Pb2 Cr0 5 を用いた 1 次元及び 2 次元の光起電力型光位置センサを構成し，高い位置分解能と良好な直
線性を合わせ持つ位置検出特性を実証している。
(5) Pb2Cr05 を用いた素子が集積化に適するという特徴を利用し，高い位置分解能 (5nm)と，高速応答
性 (10悶Iz) が両立する素子を考案し，実証している。
(6) Pb2Cr0 5 薄膜を用い， 8 素子から成る光センサアレイを作製し，乙れが密着型ラインイメージセン
サとして lmsec/l j ne の高速で動作する事を実証している。
以上の様に本論文は，優れた特性を有する特徴的な新しい光電変換デバイスを実現すると共~c，種々の
応用を提案しており，電子工学に寄与すると乙ろが大きい。よって本論文は博士論文として価値あるもの
と認めるo
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